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【背景】 

GaNを利用したパワーデバイスの実用化には，絶縁膜/GaNの界面制御技術の確立が課題である．ま

た絶縁膜/GaN界面の基礎的研究もGaNパワーデバイスの発展において重要である. 本研究グループで

は，界面改質技術として高圧高温の水蒸気により熱処理を行う高圧水蒸気処理(High Pressure Water 

Vapor Annealing : HPWVA)を用いており，これまでの研究から絶縁膜/GaN MOS キャパシタの電気的

特性向上に効果があることが分かっている[1-3].しかし，HPWVA 処理の詳細な界面改質メカニズムは

不明である．本研究では，HPWVA処理がSiO2膜に与える効果について，2次イオン質量分析法(SIMS)，

昇温脱離ガス分析法(TDS)などにより物性評価を行った．また，光支援 C-V 法により SiO2/GaN MOS

構造の深い準位に対する評価を行った． 

【実験方法】 

Siまたは GaN基板上に TEOSを用いたプラズマ CVD法により SiO2を 300℃で堆積した．SiO2絶

縁膜堆積後に 400℃, 0.5 MPa, 処理時間 30 minで HPWVA処理を行った．比較用にHPWVA処理無

し(w/o HPWVA)試料も作製した．HPWVA処理時において酸素同位体水(H218O)を利用し SIMSによる

膜中への酸素拡散分布を評価した．また，TDS により膜中水分および炭素化合物の脱離量を評価した． 

【実験結果】 

Fig. 1に酸素同位体（18O）の SIMS結果を示す． HPWVA処理により 18Oの Count数が増加している

ことが分かる．膜厚 800 nmの厚膜 SiO2を用いたが 30 minの処理で SiO2/Si界面まで 18Oが拡散してい

ることが確認された．これまでに Al2O3膜において同条件の処理を行った場合，表面より ~ 20 nm程度

しか拡散していないことが分かっており， SiO2膜の方が H2O または OH-の拡散速度が速いことがわか

った．また，TDSによる m/z 18(H2O)と m/z 44(炭素水素物)の結果をそれぞれ Fig.2 (a) と (b) に示す．

Fig.2 (a)では，HPWVA処理によって温度範囲が 200 - 500℃に見られる強度が低下しており，800℃付近

の強度が多少増加している．このことから吸着水(H2O)の減少と膜中結合水(-OH)の増加が示唆される．

Fig.2 (b)からは HPWVA試料の炭素化合物の脱離量が低減しており．堆積時における SiO2膜中の残留炭

素が HPWVA処理により低減されたと考えられる．光支援 C-V法の結果については当日報告する．  
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Fig. 1 SIMSによる 18Oの強度分布 Fig. 2 SiO2/GaNの TDSスペクトル 

(a) m/z 18 (H2O) (b) m/z 44 
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